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1. DATOS BASICOS DEL TFG:

Titulo: Simulacién de nanotransistores avanzados: efecto de la tensién mecéanica
Descripcion general (resumen y metodologia):

El desarrollo de los circuitos integrados en las Ultimas décadas se ha basado en la reduccién del
tamano de los transistores descrito por la “ley de Moore”. En las generaciones mas avanzadas, el
canal de los transistores se reduce a pocos nandmetros. Para que dispositivos tan pequefios
funcionen correctamente, se ha tenido que modificar la arquitectura de los mismos, pasando de
estructuras planas a aletas (FinFETs) hasta nanohilos o “nanosheet” totalmente rodeados por la
puerta del transistor [1].

Una forma de mejorar las prestaciones de los transistores de silicio en los ultimos 20 afios ha sido
la aplicacién de tensién mecanica para incrementar la velocidad de los electrones. Sin embargo, al
modificar la arquitectura de los transistores, el efecto de la tensidn se modifica. Por esta razén
resulta fundamental estudiar si la tensién sigue manteniendo sus efectos beneficiosos para
tamafos muy reducidos y para estructuras tan distintas de los transistores tradicionales.

Para llevar a cabo este estudio, se empleard un simulador avanzado Monte Carlo multi-subbanda
para dispositivos electrénicos tipo MOSFET tridimensionales (FinFETs, nanosheets, nanowires)
desarrollado en el departamento [2,3]. Se modelard la geometria de los transistores y se calculara
la corriente para distintos tamafio de dispositivos y configuraciones de tensién mecanica para
evaluar las mejores condiciones de funcionamiento.

Tipologia: Trabajos experimentales, de toma de datos de campo o de laboratorio.
Objetivos planteados:

- Entender el funcionamiento de transistores a escala nanométrica.

- Aprender el método de simulaciéon Monte Carlo aplicado a transistores nanométricos.

- Estudiar el efecto que tiene la tensién mecanica en el comportamiento eléctrico de los
transistores.

- Proponer estructuras de transistores que optimicen su comportamiento para transistores de
futuros nodos tecnoldgicos.
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